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 Ⅲ族窒化物半導体である窒化ガリウム(GaN)や窒化アルミニウム(AlN)は、シリコンよりも

優れた物性を持つことから高効率パワーデバイスへの応用が期待されている。パワーデバ

イスの性能において注目される「高温動作」「放熱性」「高耐圧」といった指標は、半導体材

料の「バンドギャップ」「熱伝導性」「絶縁破壊電界」といったパラメータに左右される。こ

こで、AlN は GaN よりもバンドギャップが広く、絶縁破壊電界が大きいことから、より高

性能なデバイスへの応用に期待されている。また、N 極性面を用いると逆符号分極電荷にな

る性質があることから、メタル極性面とは異なるデバイス性能の可能性を秘めている。これ

らより、本研究室では N 極性面 AlGaN/AlN の結晶成長に取り組んできた。本発表では、N

極性面 AlGaN/AlN 高電子移動度トランジスタ(HEMT)の動作を確認したので、その性能評

価について報告する。 

 有機金属化合物気相成長法(MOVPE)を用いて 2°オフのサファイア基板上に N 極性面

AlGaN/AlN を成長させ、HEMT を作製した。Fig.1 に AlGaN/AlN HEMT の構造図を示す。ソ

ース及びドレイン電極にはオーミック接触となる Ti/Al/Ti/Au を、Gate 電極にはショットキ

ー接触となる Ni/Au を用いた。また、電極とチャネル層の電気的なコンタクトを容易とする

ためチャネル層が側面に露出するようにメサエッチング加工を行った。Fig.2 (a)、(b)に半導

体パラメータ装置を用いて測定した出力特性(IDS-VDS)と入力特性(IDS-VGS)をそれぞれ示す。

Fig.2 (a)より、電子をキャリアとして持つ n チャネル FET の動作を示し、ピンチオフも確認

できた。Fig.2 (b)からは、閾値電圧がおよそ Vth = −2.0 V となることを確認した。他、耐圧や

温度特性の評価も行った。これについては当日発表を行う。 
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Fig. 1 Schematics of N-Polar 

AlGaN/AlN HEMT  

  

Fig. 2 (a) Output and (b) transfer characteristics 
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